ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК СУЛЬФИДА КАДМИЯ
Панчева А.М., Гринь Г.И.

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21 тел. 7076745

e-mail: panchevaana@mail.ru
Широкий спектр физико-химических и технологических свойств сульфида кадмия способствуют активному использованию его в электронной промышленности в качестве полупроводниковых и чувствительных элементов, при изготовлении тонкопленочных солнечных элементов в качестве буферных и адсорбирующих слоев. В последнее время CdS рассматривается еще и как перспективный полупроводниковый материал для использования его в качестве основного слоя солнечных элементов, что отражается в большом количестве работ по данной теме.

Однако в этих работах недостаточно уделено внимания изучению структуры пленок CdS, ее связи со способами получения и фотоэлектрическими свойствами. Поэтому основной упор в работе был сделан на изучение структуры, определение размера кристаллитов и толщины пленки.

По разработанной нами методике тестировались пленки CdS полученные химическим осаждением из раствора [NH2]2CS-NH3-NaOH и хлорида кадмия. Изучались свежеосажденные пленки сульфида кадмия и после отжига, однократно и многократно осажденные на стеклянную и на подложку из Ti с одинаковой концентрацией исходных реагентов. Исследование микроструктуры пленок, формы и размера кристаллитов проводили методом электронной сканирующей микроскопии и с помощью рентгенофазного анализа. Методом электронной сканирующей микроскопии было установлено, что полученные нами пленки имеют высокую сплошность с наличием на поверхности агломератов кристаллитов по форме близкой к сферической, при этом размер монокристаллов при послойном нанесении не зависит от количества нанесенных слоев. Размер синтезируемых частиц CdS определяли дифракционным методом [1]: по ширине дифракционных линий оценивался размер областей когерентного рассеивания в направлении перпендикуляра к плоскостям, которые отражаются. Область когерентного рассеивания отвечает размеру моно- или поликристалла, который равен 35 ± 5 нм и не зависит от количества наносимых слоев. Структурную аттестацию образца проводили методом Брэгга–Брентано в CoKα-излучении в интервале углов 2θ от 20 до 100°. Анализ спектров CdS с применением компьютерного моделирования их структуры путем задания последовательности бесконечных атомных плоскостей указал на β-СdS со структурой сфалерита кубического типа [2].

На рентгенограммах образцов после термообработки при 400˚С и продолжительности 30 мин. наблюдается значительное увеличение высоты пика CdS при 2θ = 31, но это не отображается на изменение структуры (CdS структуры сфалерита не переходит в структуру вюрцита гексагонального типа, нет пиков соответствующих этой модификации).

В результате проведенных экспериментальных исследований и расчетов было показано, что пленки сульфида кадмия образованы нанокристаллическими частицами, размер которых составляет 35 ± 5 нм, определена структура пленок CdS. Это позволяет приступить к изучению связи полученных характеристик с фотоэлектрическими свойствами и условиями получения слоев CdS.
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